DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES II - DS I

11. Transistor nMOS - extracao de
parametros eletricos



- Método da extrapolacéao linear:

RACAO DE PARAMETROS ELETRICOS

Tensao de limiar - V-

Extrapola-se a regido linear (regiao de triodo) da curva lpg X Vg,
obtida com V¢ constante, até o cruzamento com o eixo de V.
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Utilizando-se uma polarizacédo pequena aplicada ao dreno (Vps=0.1V),
0 termo V./2 torna-se desprezivel face a V+, logo:

V.. OV, ,para V.. =0.1V I



= A analise anterior e valida quando a regido linear da curva g X Vg
pode ser definida com precisdo. Entretanto, considerando o efeito de

degradacdo da mobilidade (1) com o campo eletrico transversal (E,), 0
qual depende fundamentalmente de Vg, tem-se:
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A reducdo da mobilidade dos portadores (elétrons neste caso) com o
aumento de Vg faz com que a curva Iy X Vg, Na regiao de triodo,
nao seja linear, sendo este efeito mais pronunciado em transistores de
canal curto. Neste caso a determinacado de VT da-se pela extrapolacéo
linear da curva I, X Vg n0o ponto de maxima transcondutancia (gm).
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TRACAO DE PARAMETROS ELETRICOS

Inclinacao de sublimiar

Na regido de sublimiar ou corte (Vg<V-), a superficie do
semicondutor do capacitor MOS, encontra-se variando deste a

acumulacao até as vizinhangas da inversao forte (Vg;s=V-).
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